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トポロジカル絶縁体表面やラシュバ効果が働く界面では、スピン分裂した電子バンドが光電子

分光測定により観測されている。近年、このような表面や界面を利用したスピントロニクスデバ

イスが数多く提案され、表面科学やスピントロニクスなど複数の分野で注目を集めている。その

中でも我々は、スピントロニクスデバイスの駆動源となるスピン流の生成を、表面や界面で行う”

界面電荷-スピン変換現象(Edelstein 効果[1])”に着目し研究を行っている。本講演では、界面での

電荷-スピン変換メカニズムを紹介し、最近の研究成果として、トポロジカル絶縁体の表面状態を

用いた電荷-スピン変換[2]とラシュバ効果起因と考えられる金属/酸化物界面におけるスピン-電荷

変換[3]に関する実験結果を説明する。 
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図 1 トポロジカル絶縁体の表面状態(スピン運動量ロッキング)を用いた電荷-スピン変換 

スピン運動量ロッキングにより、トポロジカル絶縁体の表面にスピンが蓄積し、蓄積したスピンが 

拡散することでスピン流が生成する。 
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